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ES 2614082 T3

DESCRIPCION
Un transpondedor de microondas mejorado
Campo técnico

La presente invencion se refiere a un transpondedor radio para recepcidon y retransmision de energia
electromagnética, ante todo en la gama de las microondas. El transpondedor comprende un conector para una
antena, un circuito de control para modulaciéon, un detector y también un elemento de retardo y un primer
conmutador de semiconductores.

Antecedentes de la técnica

Los transpondedores son dispositivos que son bien conocidos, la tarea principal de estos que es recibir y retransmitir
una senal recibida vy, si se requiere, también detectar informacién en la sefal recibida. La retransmisiéon se puede
llevar a cabo con o sin una modulacién que se afiade a la sefial en el transpondedor antes de que se retransmita.

En transpondedores conocidos que pueden modular y detectar una sefial recibida, se usan dos antenas, una para
recepcion y deteccion y una para retransmision de la sefial modulada.

La necesidad de dos antenas hace el transpondedor mas caro, lo que es, por supuesto, un inconveniente.
Descripcion de la invencion

Segun lo que se ha descrito anteriormente, hay de esta manera una necesidad de un transpondedor que pueda
recibir y retransmitir una sefial usando solamente una antena, en el que la sefial transmitida puede haber sido
modulada en el transpondedor. El transpondedor debe ser capaz preferiblemente de ser usado en el rango de las
microondas.

La necesidad se satisface por la presente invencion, en la que se describe un transpondedor radio para recepcion y
retransmision de energia electromagnética, particularmente en la gama de las microondas. El transpondedor
comprende una conexién a una antena, un circuito de control para modulacion, un detector y al menos un elemento
de retardo. Ademas el transpondedor comprende un primer conmutador de semiconductores en el que el
transpondedor comprende, ademas, al menos un segundo conmutador de semiconductores, en el que el circuito de
control para modulacién se dispone para ser capaz de controlar los conmutadores de semiconductores
independientemente de tal forma que una sefial que entra a través de la conexién de antena se puede hacer que
sea reflejada en cualquiera de los dos lados de dicho elemento de retardo o que pase a través de éste al detector.
Los conmutadores de semiconductores se conectan a lados separados de dicho elemento de retardo y a tierra.

Al menos uno de los conmutadores de semiconductores es adecuadamente un diodo o un transistor.

El documento WO 03/092182 A1 describe un circuito de RF de comunicaciéon inalambrica que incluye una antena de
transmision y recepcion, un circuito modulador, un circuito de conmutacién SPST (Un Solo Polo Un Solo Tiro) y un
circuito demodulador, que se disponen en una secuencia. Solamente se requiere una Unica antena. No obstante, la
sefal tiene que pasar a través del SPST, causando pérdidas. El SPST también requiere el uso de componentes
caros tales como Transistores de Efecto de Campo (FET).

Breve descripcion de los dibujos

La invencion se describira en mayor detalle a continuacion con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
la Figura 1 muestra un transpondedor conocido y

la Figura 2 muestra el transpondedor segun la invencion.

Realizaciones

La Figura 1 muestra un transpondedor conocido 100. Este se describira brevemente, a fin de ilustrar un problema
con este transpondedor conocido que se puede resolver por la invencion.

El transpondedor 100 se puede usar para recibir una sefal entrante y para retransmitir esta sefial, con o sin una
modulacién que se afade a la sefial en el transpondedor antes de que se retransmita la sefial.

Como se muestra por la Figura 1, el transpondedor 100 comprende dos antenas separadas 110 y 120. Otra antena
110 es una antena de recepcion y se conecta a un detector que se usa para detectar informacion en la sefial
recibida y la otra antena 120 es una antena de transmisidon que se usa para retransmitir la sefial recibida, con o sin
una modulacion afiadida.

La modulacién se controla por un circuito de control para modulacion 160 que conecta y desconecta un diodo 130,
en otras palabras, lo hace conducir o no conducir. Dependiendo de si el diodo 130 se hace que esté conduciendo o
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no, la sefal o bien se tomara a través de un transformador de cuarto de onda 140 y reflejara a un cortocircuito o bien
se reflejara directamente en el diodo. En el caso de reflexion a través del transformador de cuarto de onda, la sefal
se sometera a un desplazamiento de fase que corresponde a 2*g, en el que ¢ es el retardo en el transformador, en
el presente caso el desplazamiento de fase total es de esta manera 2*A/4=)\/2.

Como se menciond en la introduccion, una desventaja del transpondedor 100 es que hace necesario utilizar dos
antenas separadas, una para deteccion y una para retransmision de la sefal.

La Figura 2 muestra un transpondedor 200 segun la invencién que resuelve el citado problema asociado con el
transpondedor 100. Se puede mencionar aqui que el transpondedor 200 se destina ante todo a aplicaciones en la
gama de las microondas, pero, con una eleccion adecuada de componentes, el principio del transpondedor 200
también se puede usar para otras gamas de frecuencia. Por la gama de las microondas se entiende aqui
preferiblemente frecuencias desde y que incluyen 1 GHz hacia arriba.

El transpondedor 200 comprende una conexién 210 a una antena. La antena, por supuesto, se puede incorporar en
el transpondedor, pero también puede ser una unidad externa que se conecta a través de la conexién 210.

La entrada de antena 210 se conecta de tal forma que una sefial recibida se lleva a un elemento de retardo o
desplazador de fase 240. El retardo o desplazamiento de fase se puede seleccionar en base a la aplicacion, pero en
el presente caso se usa un elemento que da un retardo de A/4, en el que A es la frecuencia central en el area de
aplicacion para el transpondedor 200.

Un detector 250 se conecta en serie con el elemento de retardo 240, cuyo detector puede detectar informacion que
esta en una sefal recibida.

Ademas, el transpondedor 200 comprende un primer 220 y un segundo 230 conmutador de semiconductores,
adecuadamente en forma de diodos, que se conectan a lados separados del elemento de retardo 240. Los
conmutadores de semiconductores también se conectan a tierra, adecuadamente a través de condensadores
separados 270, 265, que bloquean las sefales de control a los diodos por medios DC. En una realizacién preferida,
los conmutadores de semiconductores constan de diodos y a continuacién se conoceran como diodos, pero uno o
ambos conmutadores también pueden constar de transistores. También son posibles otros tipos de conmutadores,
por ejemplo, los denominados conmutadores MEMS.

El transpondedor 200 también comprende un circuito de control para modulacién 260, que se conecta a los dos
diodos por separado, adecuadamente a través de un filtro paso bajo 280, 275 por diodo. El circuito de control puede
hacer que los dos diodos 220, 230 estén conduciendo o no conduciendo. Pueden surgir entonces los siguientes
estados:

El diodo 220 El diodo 230 Resultado

Conduciendo No conduciendo Reflexién antes del elemento de retardo
No conduciendo Conduciendo Reflexion después del elemento de retardo
No conduciendo No conduciendo Sefal al detector

Conduciendo Conduciendo Reflexién antes del elemento de retardo

De esta manera, si el primer diodo 220 se hace que conduzca, una sefial recibida se cortocircuitara a tierra, en otras
palabras, se reflejara en el diodo.

La invencién se destina a proporcionar un transpondedor que puede ser tan barato como sea posible, lo que
significa que habra un deseo de usar diodos que sean tan baratos como sea posible. Los diodos baratos
normalmente causan reflexiones en el diodo en un estado de conduccién, mientras que diodos mas caros no
producen esta reflexion. En este ultimo caso, la reflexion tendra lugar antes del elemento de retardo, esto es, en el
condensador 270 a través del cual el primer diodo 220 se conecta a tierra.

Si el primer diodo 220 se hace que no conduzca y el segundo diodo 230 se hace que conduzca, la sefial se reflejara
de la misma forma en un punto después del elemento de retardo 240, un punto que se determina por la calidad del
diodo, pero en el que ambos de los puntos de reflexién posibles dan el resultado previsto.

Si, por otra parte, el circuito de control para modulaciéon hace que ambos de los diodos no estén conduciendo, una
sefal recibida pasara a través del transformador de cuarto de onda al detector 250 para extraccion de cualquier
contenido de informacion en la sefial.

El circuito de control para modulacién 260 se conecta adecuadamente a cada uno de los diodos a través de un filtro
paso bajo 275, 280.
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Como se muestra también en la Figura 2, el primer diodo 220 se conecta a tierra a través de un filtro paso bajo 285
que pasa corrientes de modulacion. El primer diodo se conecta al filtro 285 a través del mismo extremo del diodo
que se conecta a la entrada del transformador de cuarto de onda.

La invencidn no esta restringida a las realizaciones descritas anteriormente, sino que se puede variar libremente
dentro del marco de las siguientes reivindicaciones.

Por ejemplo, el dispositivo puede comprender un elemento de retardo con, en principio, cualquier retardo, totalmente
dependiente de qué retardo total se requiera.

El tipo de modulacion que utiliza las posiciones de fase mostradas, 0 y 180 grados, se denomina BPSK. Un
dispositivo segun la invencion también se puede usar para tipos de modulacién que utilizan varias posiciones de
fase, por ejemplo, una denominada QPSK que utiliza cuatro posiciones de fase. En este caso, se requiere un
elemento de retardo por posicién de fase, mas un diodo en cada lado de cada elemento de retardo, de una forma
similar a como se muestra en la Figura 2.

Los diodos se utilizan por el dispositivo de control para determinar si la sefial va a pasar a través de uno, dos, tres o
todos de los cuatro elementos de retardo antes de que se refleje, por lo cual se obtiene la posicion de fase
requerida. Se reconoce que este principio se puede variar de un gran nimero de formas, con diferentes nimeros de
elementos de retardo y diodos.
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REIVINDICACIONES

1. Un transpondedor radio (200) para recepcion y retransmision de energia electromagnética, particularmente en la
gama de las microondas, cuyo transpondedor comprende una conexién (210) a una antena, un circuito de control
para modulacién (260), un detector (250) y al menos un elemento de retardo (240), ademas que comprende un
primer conmutador de semiconductores (220), caracterizado por que el transpondedor comprende, ademas, al
menos un segundo conmutador de semiconductores (230), en el que el circuito de control para modulacién (260) se
dispone para ser capaz de controlar los conmutadores de semiconductores (220, 230) independientemente de tal
forma que una sefial que entra a través de la conexion de antena (210) se puede hacer que se refleje en cualquiera
de los dos lados de dicho elemento de retardo (240) o que pase a través de éste al detector (250), los conmutadores
de semiconductores que se conectan a lados separados de dicho elemento de retardo y a tierra.

2. El transpondedor radio (200) segun la reivindicacion 1, en el que al menos uno de los conmutadores de
semiconductores (220, 230) consta de un diodo.

3. El transpondedor radio segun la reivindicaciéon 1, en el que al menos uno de los conmutadores de
semiconductores (220, 230) consta de un transistor.

4. El transpondedor radio (200) segun cualquiera de las reivindicaciones 1-3, que comprende al menos un primer
filtro paso bajo (275, 280) dispuesto entre el circuito de control para modulacion (260) y uno de los conmutadores de
semiconductores (220, 230).

5. El transpondedor radio (200) segun cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que dicho elemento de retardo
(240) y el detector (250) se conectan en serie con el conector (210) para una antena.

6. El transpondedor radio (200) segun cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en el que dicho elemento de retardo
(240) proporciona un retardo de un cuarto de una longitud de onda.

7. Un método para recibir sefiales radio ante todo en la gama de las microondas en un transpondedor radio (200)
que utiliza una conexién (210) a una unica antena, el transpondedor que comprende ademas un detector (250) y al
menos un elemento de retardo (240), caracterizado por que el transpondedor comprende un circuito de control (260)
que puede producir una de las siguientes tres opciones para una sefial recibida:

e retransmision directa,
e retransmisidon modulada y
e deteccion en un detector

haciendo que la sefal desde la antena sea reflejada en cualquiera de los dos lados de dicho elemento de retardo
(240) o que pase a través del elemento de retardo al detector (250).

8. El método segun la reivindicacion 7, segun el cual el circuito de control (260) utiliza un primer (220) y al menos un
segundo (230) conmutador de semiconductores.

9. El método segun la reivindicacion 7 u 8, segun el cual la modulacion se lleva a cabo por medio de dicho elemento
de retardo (240) a través del cual la sefal se puede llevar por medio de dichos conmutadores de semiconductores
(220, 230).

10. El método segun cualquiera de las reivindicaciones 7-9, segun el cual el retardo que se obtiene por medio del
elemento de retardo (240) es un cuarto de una longitud de onda.
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